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Теллурид свинца, легированный галлием, является узкощелевым полупроводником с шириной запрещенной зоны 190 мэВ и уровнем Ферми, стабилизированным вблизи середины щели. Это обеспечивает близкие к собственным значения концентраций носителей заряда и формирование полуизолирующего состояния при низких температурах.  Однако это состояние может быть реализовано только в условиях полного экранирования образца от внешних излучений, включая фоновую подсветку нагретыми частями криостата. Высокая фоточувствительность обусловлена эффектом задержанной фотопроводимости при температурах ниже 80 К, причем в зависимости от уровня внешней подсветки проводимость образцов может изменяться на несколько порядков величины. 

Ранее нами было показано, что в условиях возбуждения монокристаллов PbTe(Ga) импульсами терагерцового лазера с длиной волны 90 и 148 мкм наблюдается фотопроводимость, знак и кинетика которой зависят от проводимости образца в исходном состоянии. Все измерения проводились при температуре жидкого гелия. При минимальном уровне возбуждения фоновым излучением от оптических окон криостата терагерцовая фотопроводимость была отрицательной, а кинетика сигнала повторяла форму лазерного импульса.  В состоянии с более высокой исходной проводимостью, полученном с помощью дополнительной внешней подсветки, терагерцовая фотопроводимость становилась положительной, а кинетика приобретала задержанный характер. 
В настоящей работе проведено исследование фотоэлектромагнитного (ФЭМ) эффекта для двух состояний образца, отвечающих минимальной и повышенной исходной проводимости. Эффект исследован при Т = 4.2 К в магнитном поле B до 7 Тл. Эффект был зарегистрирован при длинах волн 90, 148 и 280 мкм. Знак эффекта изменяется при изменении знака сигнала фотопроводимости. В слабых полях (до 1.5 Тл) зависимость UPEM(B) линейна. В сильных полях для состояния с повышенной проводимостью на зависимости UPEM(B) присутствуют осцилляции, приводящие к смене знака UPEM с ростом B. Положение осцилляционных пиков зависит от λ и коррелирует с энергиями квантов терагерцового излучения. Для объяснения наблюдаемых явлений анализируется изменение соотношения проводимости в объеме и на поверхности образца при прохождении импульса.







